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１．概要（Summary） 

従来の研究から、Bi 系 III-V 族半導体半金属混晶は

温度変化に対してバンドギャップが変化しにくい特性を有

していることが実験的に報告されており[1]、今回研究対

象とした新規構造とは、当該混晶で構成したものを想定し

ている。これを光通信用新規半導体レーザ用材料として

活用すべく、本研究では、その中の InAs1-xBix に着目し

た。GaAs基板上の数原子層のInAs1-xBixの結晶成長法

を確立すべく、ラザフォード後方散乱法 (RBS) による測

定を基本とした数原子層の InAs1-xBixの Bi 組成の結晶

性評価を行ったので報告する。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ラザフォード後方散乱測定装置 

【実験方法】 

分子線エピタキシャル成長法を用い、成長温度 350 ˚C

で GaAs 基板上に InAs1-xBix層を成長した。この試料に

対してRBS測定と透過型電子顕微鏡（TEM）観察を行っ

た。加速電圧は 2 MeV、積算電気量は 5 μCで測定を行

った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

RBS の Aligned 測定の結果を図 1 に示す。Ga、As、

InとBiのSurface peakが確認でき、試料最表面にGa、

As、InとBiが存在していることがみてとれる。新規構造に

は含まれていないはずの Gaの Surface peakが確認で

きた理由としては、InAs1-xBix 新規構造層の膜厚は 2.5 

ML（設計値）のため、当該層の下層のGaAs層表面側の

Gaが Surface peak として検出されたことが考えられる。 

この構造の断面を TEMで観察したところ、原子の周期

性を反映した格子縞が確認できた。格子縞の配列をみる

と、InAs1-xBix 新規構造部に転位が確認された。転位が

発生している面を InAs1-xBix層とGaAs層の境界面として

InAs1-xBix層の膜厚を計測すると、約 7.9 ML であった。

InAs1-xBix と GaAs の格子定数差から生じる InAs1-xBix

層での格子歪の影響で、わずか 7.9 MLの成長膜厚であ

っても InAs1-xBix部に転位が発生することを確認した。 
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Figure 1: RBS spectrum of InAs1-xBix 

grown on GaAs(001) substrate. 


